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В последние годы достаточно часто используются представления о самоорганизации переходных слоев при росте кристаллов, а также в случае образования новых фаз на поверхности твердых тел. Суть данных теоретических разработок сводится к следующему: на межфазной границе образуется некоторый переходный слой вещества (как правило, сильно разупорядоченный), который по достижении состояния насыщения необходимыми компонентами самоорганизуется, т.е. приобретает структуру одной из граничащих фаз. Процесс этот дискретный, поэтому рост кристалла и подобные явления осуществляются послойно.

Часто рост оксидной пленки на металле оказывается ступенчатым, и увеличение ее толщины соответствует протяженности некоторого слоя оксида «критической» толщины. В каждом элементарном акте процесса прирост толщины пленки происходит лишь при выполнении описанных условий.

Процесс формирования оксидных фаз на поверхности индия представляет значительный интерес, так как полупроводниковые пленки оксидов индия используются в качестве элементов оптоэлектронных устройств, чувствительных слоев в интегральных датчиках газов для экологического мониторинга. Не менее актуальным является исследование фазовых превращений в системе индий-кислород, происходящих до и после температуре плавления индия. С этой точки зрения значительный интерес представляет методика автоматической эллипсометрии, которая позволяет регистрировать параметры оксидной пленки непосредственно в ходе ее получения, и, следовательно, может дать детальную информацию о механизме процесса. 

